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' Anme\deamtscKemptar 
PCT 



ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daC die vorliegende 
Internationale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 
intemationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patenrwesens behandelt wird. 



Vom Anmeldeamt auszufullen 



Internal 



PCT/CH 9 9 / 0 0 3 9 9 

tionafes Aktenzeichen 



3 0. Aug. 1999 ( 3 0. 08. 99 ) 

Internationales Anmeldedatum 



RO / CH - Internationale Anmeldung PCT 

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application' 1 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewunscht) 
(max. 12 Zeichen) P 14 58 3 PC-yb 



Keld Nr. 1 BEZE1CHNUNG DER ER FIN DUNG 

Vakuumbehandlungskammer und Ver 



fahren zur Ober f lachenbehandlung 



Feld Nr. II AN M ELDER 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: beijuristischen Personen vollstandige amtltche Bezeichnunv. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben Der in diesem Feld tn de r 
Anschrift angegebene Staat ist der Stoat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders. so/em nachstehend kern 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT 
FL - 9496 Balzers 

Fiirstentum Liechtenstein 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Femschreibnr.: 



Staatsaneehorigkeit (Staat): 
LI 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
LI 



fur folgende Staaten: 



□ 



mungsstaaten 



rT7~| ailc Bestimmungsstaaten mil Ausnahme 
I I der Vereinigten Staaten von Amerika 



□ nur die Vereinigten I | die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika I I angc 



angegebenen Staaten 



Feld Nr. Ill WE IT ERE ANMELDER UNP/OPER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; beijuristiscnen Personen vollstandige amthche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben Der in diesem Feld in der 
Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sotern nachstehend ketn 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

WEICHART, Jurgen 

Rietstrasse 7 

FL - 9496 Balzers 

Fiirstentum Liechtenstein 



Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

[X | Anmelder und Erfinder 

□ nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nachstehenden 
Angaben nicht notig.) 



Staatsangehbrigkeit (Staat): 
DE 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
LI 



Diese Person ist Anmelder j 1 a lle Bestirn- | 1 at le Best im mungsstaaten mit Ausnahme r^-| nur die Vereinigten | 1 die ^ffjf^l 

forfolgcnde Staaten; | 1 mungsstaaten 1 I der Vereinigten Staaten von Amenka l±J Staaten von Amenka I 1 angegebenen Staaten 



|~| Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Feld Nr. IV ANWALT OPER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT 



j — j gemeinsamer 



Vertreter 



; Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; beijuristischen f ^"?7 e/I r c ^ 5/ i^^'f e ^frolf^ 
v Bezeichnun2. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und cer Name des Staats 

anzugeben.) 

TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG 
Siewerdtstrasse 95 
Postf ach 

CH - 8050 Zurich Schweiz 



Telefonnr.: 








01 313 


01 


00 




T e!efaxnr.: 








01 313 


03 


01 




Femschreibnr. 









i— i Zustellanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anuall oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und start dessen im 
I | obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift ang egeben ist. 

Formblatt PCT"RO/101 (Blan 1) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformutar 



Btatt Nr. 



2 PCT/CH 9 9 / 0 0 3 9 9 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON ST A AT EN 



Die foleenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen tbu:e die cntsprechenden Kastchen ankreuzen: wenigstens em Kcstchen 
mufi angekreuzi werden r. 
Regionales Patent 

□ AP ARIPO-Patent: GH Ghana. GM Gambia. KE Kenia. LS Lesotho. M\V Malawi. SD Sudan. SL Sierra Leone. 

SZ Swaziland. UG Uganda, ZW Simbabw e und jeder weitere Siaat. der Vertragsstaaides Harare-Protokolls und des PCTist 

□ EA Eurasisches Patent: AM Armenien. AZ Aserbaidschan. BY Belarus. KG Kirgisistan. KZ Kasachstan. MD Republik 

Motdau. RU Russische Federation. TJ Tadschikistan. TM Turkmenistan und jeder weitere Staat. der Vertragsstaat des 
Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist 
(3 EP Europaisches Patent: AT Osterreich. BE Belgien. CH und LI Schweiz und Liechtenstein. CY Z>pern. 

DE Deutschland, DKDanemark. ES Spanien. FI Finnland. FR Frankreich. GB Vereinigtes Konigreich. GRGriechenland. 
IE Irland. IT Italien. LU Luxemburg. MC Monaco. NL Niederlande. PT Portugal. SE^Schweden und jeder weitere Staat. 
der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 
Fl OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin. CF Zentralafrikanische Republik. CG Kongo. CI Cote d'lvoire. 

CM Kamerun. GA Gabun. GN Guinea, GW Guinea-Bissau. ML Mali. MR Mauretanien. NE Niger. SN Senegal, 
TD Tschad. TG Togo und jeder weitere Staat. der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schuizrechtsan 

oder em sonstiges Verfahren gewunscht M- 'ird. bitte auf der gepunkteten Lir.ie angeben/ 

Nation ales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder em sonstiges Verfahren gevimscht *ird, bitte auf der gepunkieien Linie angeben): 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 



AE Vereinigte Arabische Emirate □ 

AL Albanien □ 

AM Armenien □ 

AT Osterreich □ 

AU Austral ien □ 

AZ Aserbaidschan d 

BA Bosnien-Herzegowina O 

BB Barbados □ 

BG Bulgarien 

BR Brasilien □ 

BY Belarus □ 

CA Kanada □ 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein □ 

CN China □ 

Kuba □ 

Tschechische Republik □ 

Deutschland O 

Danemark O 

Estland □ 

Spanien D 



CU 

cz 

DE 
DK 
EE 
ES 
Fl 
GB 
GD 
GE 
GH 



Finnland □ 

Vereinigtes Konigreich □ 

Grenada D 

Georgien C3 

Ghana IZ1 

GM Gambia □ 

HR Kroatien □ 

HU Ungarn □ 

ID Indonesien □ 

IL Israel □ 

IN Indien 0 

IS Island 

JP Japan □ 

KE Kenia □ 

KG Kirsisistan □ 

KP Demokratische Volksrepublik Korea □ 

□ 



LR Liberia 

LS Lesotho 

LT Litauen 
LL Luxemburg 
LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslaw ische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

M\V Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Federation 

SD Sudan 
SE Schweden 
SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Sfowakei 

SL Sierra Leone 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan ; 

TR Tiirkei 

TT Trinidad und Tobago 

LA Ukraine 

I'G Uganda 

I S Vereiniete Staaten von Amerika .... 



LZ 
V N 

vu 

ZA 
ZW 



Usbekistan 
Vietnam . . . 
Jugoslawien 
Sudafrika . . 
Simbabwe 



KR Republik Korea Kastchen fur die Best i mmune von Staaten . die dem PCT nach der 

KZ Kasachstan VerotYemlichung dieses Formblans beigetreten sind: 

LC Saint Lucia □ 

LK Sri Lanka □ 



Erkliirung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusatzlich zu den o'ren genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach 
Reeel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulassigen Bestir.mungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten 
Bestimmungen, die von dieser Erkliirung ausgenommen sindT Der Anrr.elder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter 
dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen undjede zusatzliche Bestimmur.g. die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum 
nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurtickgenommen gilt. (Die Bestatigung einer Bestimmur.g 
erfolgi durchdie Einreichung einer Sdtteitung in der diese Bestimmur.^ angegeben wird. und die Zahlung der Bestimmungs- urJ 
der Bestatiizungsgebiihr. Die Bestatigung mufi beim Anmeldeamt inner h^lb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



Formblait PCTVRO'IO! (Blart 2) (Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen ru diese m Antragsformular 



Blatt Nr. 



PCT/CH 99/00399 



Feld Nr. VI PRIOR1TATSANSPRUCH 



I I Weiiere Prioritatsanspruche sind im Zusatzfeld angcgeben. 



Anmeldedatum 
der fruheren Anmeldung 
CTa^Monat/Jahr) 



Aktenzeichen 
der fruheren Anmeldung 



1st die fruhere Anmeldunc eine: 



nationale Anmeldung: 
Staat 



regionale Anmeldung:* 
reeionales Ami 



Internationale Anmeldung 
Anmeldeamt 



Zeile(l) 



(30 .09 .981 nQ 
30. Sept. 1998 



1986/98 



CH 



Zeile(2) 



Zeile(3) 



Das Anmeldeamt wird ersucht. eine beglaubigie Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) 



bezeichneten friihercn Anmeldung(enf zu erstellen und dem internationalen Biiro zu ubermittelr/ni/r/a//j die fruhere Anmeldung(en) bei 
dem Ami eingereicht worden ist(slnd). das fur die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist) 
Falls es sich bei der fruheren Anmeldung urn eine ARJPO-Anmeldune handelt. so mufi in dem Zusatzfeld mindesiens ein Staat angegeben werden. der 
Mitgliedstaat der Pariser Yerbandsubereinkunft zum Schutz des gewerbfichen Eigentums ist und fur den die fruhere Anmeldung eingereicht wurde. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der internationalen RecherchenbehSrde (ISA) 

(falls zwei oder mehr ats zwei international Recherchen- 
behorden fur die Ausfuhrung der internationalen Recherche 
zustdndig sind, geben Sie die von Ihnen gewahlte Be horde an' 
der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden) 

ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer fruheren Recherche; Bezugnahme aufdiese 
fruhere Recherche (falls eine fruhere Recherche bei der internationalen Recherchenbehdrde 
bean tragi oder von ihr durchgefuhrt worden ist): 



Datum (Tag/Monat/Jahr) 
(30.09 .98) 



Aktenzeichen 
1986/98 



Staat (oder regionale s Ami) 

CH 



Feld Nr. VIII KONTROLL1STE; EINRE1CHUNGSSPRACHE 



Diese internationale Anmeldung enthah 
die folgende Anzahl von Slattern: 

Antrag 3 

Beschreibung (ohne 1 4 

Sequenzprotokollteil) : 

Anspriiche : 4 

Zusammenfassung : 

Zeichnungen 3 

Sequenzprotokollteil 

der Beschreibung : 



Blartzahl insgesamt 



24 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 

1. [3 Blatt fur die Gebuhrenberechnung 

2. □ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

3. □ Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 

4. □ Begriindung fur das Fehlen einer Unterschrift 

5. □ Priori tatsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

6. □ Obersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

7. □ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material 

8. □ Protokoll der Nucleotid- und/oder AminosSuresequenzen in computerlesbarer Form 

9. □ Sonstige {einzeln auffuhren): 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mil der Zusammenfassung 
verCffentlicht werden solffNr.V 


Sprache. in der die 

internationale Anmeldung DEUTSCH 
einaereicht wird: 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



Der Same jeder unterzeichnenden Person ist neben der unterschrift zu wie< 
aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 

TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG 



Dr. Jacques J. Troesch 



. Vom Anmeldeamt auszufullen « 



\. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 



3 0. Aug. 1999 { 3 0. Oa 39 > 



3. Oeandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 



4. Darumdesfristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Anikel 1 1(2) PCT: 



Zeichnungen 
einge- 
gangen: 



J — J einge 



□ nicht ein- 
gegangen: 



5. Internationale Recherchenbehorde 
(falls zwei oder mehr zustdndig sind): 



ISA/ 



□ Obermirtlune des Recherchenexemplars bis zur 
Zahlung derT^echerchengebuhr aufgeschoben 



Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen BUro: 



. Vom Internationalen Biiro auszufullen 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Juii 1998; Nachdruck Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



PCT/CH 99/00399 

- 1 - 

Vakuumbehandlungskammer und Verfahren zur Oberf 1 achenbehandlung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuumkammer nach dem 
Oberbegriff von Anspruch 1 sowie ein Behandlungsverf ahren nach 
demjenigen von Anspruch 11. 

Es ist bekannt, dass in Vakuumbehandlungskammern fur Werkstucke 
Plasmen induktiv und/oder kapazitiv erzeugt werden konnen. 

Bei der kapazitiven Plasmaerzeugung werden in der Vakuumkammer 
vorgesehene Elektroden auf unterschiedliche elektrische Poten- 
tiale gelegt, wie beispielsweise DC- oder HF-Potentiale, und 
damit zwischen den Elektroden ein elektrisches Feld, ahnlich 
demjenigen eines Kondensators , mit dem Vakuum als Dielektrikum, 
erzeugt . 

Bei der induktiven Plasmaerzeugung wird mindestens eine Induk- 
tionsspule vorgesehen, welche den Plasmaentladungsraum um- 
schliesst, und es wird in der Kammer ein Induktionsf eld er- 
zeugt . 

Des ofteren wird, wie erwahnt, das Plasma kombiniert kapazitiv 
und induktiv angeregt, teilweise auch bei geschalteten Plasmen, 
bei denen praktisch ein "Stand-by-Plasma" induktiv erzeugt wird 
und die kapazitiv eingekoppelte Leistung an- und abgeschaltet 
wird . 

Zur induktiven Einkopplung des Induktionsf eldes in den Entla- 
dungsraum kann die Induktionsspule wohl gegen den Entladungs- 
raum freiliegen, wird aber bevorzugt von letzterem durch eine 
dielektrische Wandung getrennt, ist dann bezuglich der Vakuum- 
kammer meistens aussenliegend angeordnet, oder ist gegebenen- 
falls in das Material der dielektrischen Wandung eingebettet. 
Eine Vakuumbehandlungskammer , bei welcher sowohl kapazititive 
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wie auch induktive Plasmaerzeugung kombiniert eingesetzt wer- 
den, ist beispielsweise aus der EP-0 271 341 bekannt . 

Werden nun in einer Kammer, bei der ein Plasma induktiv minde- 
stens miterzeugt wird, elektrisch leitende Teilchen freige- 
setzt, wie z.B. beim Sputteratzen elektrisch leitender Werk- 
stuckoberf lichen oder beim Sputterbeschichten von Werkstucken 
mit elektrisch leitenden Schichten oder bei PECVD-Verf ahren, 
bei denen elektrisch leitende Partikel erzeugt werden, so ent- 
stehen folgende Probleme: 

• Ist die Induktionsspule innerhalb der Kammer dem Entladungs- 
raum frei ausgesetzt, so erfolgt eine Storbeschichtung der 
Induktionsspule. Dies fuhrt mit zunehmender Prozessdauer zum 
Abblattern von Storbeschichtungspart ikeln, mit entsprechender 
Beeintrachtigung des Prozesses. 

• Ist die Induktionsspule wie bevorzugt durch dielektrisches 
Material vom Entladungsraum abgetrennt, so ergibt sich eine 
mit zunehmender Prozessdauer zunehmend dicke Beschichtung der 
dielektrischen Wand mit elektrisch leitendem Material. Da- 
durch nimmt die induktiv in den Entladungsraum eingekoppelte 
Leistung ab und wird zunehmend in der elektrisch leitenden 
Storbeschichtung in Warme umgesetzt. 

Auf diese genannten Probleme an einer Sputterbehandlungskammer 
mit kapazitiver Hochfrequenz und induktiver Plasmaerregung, 
mittels einer ausserhalb einer dielektrischen Wandung angeord- 
neten Induktionsspule, ist in der US-A-5 569 363 eingegangen. 
Zur Losung des Problems, dass die dielektrische Innenwandung 
mit elektrisch leitendem Material storbeschichtet wird, wird 
hier vorgeschlagen, zwischen Entladungsraum und dielektrischer 
Wandung der Kammer einen zylindrischen Stahlschirm vorzusehen 
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mit einer Dicke von ca. 0,1 mm. Der Schirm ist, parallel zur 
Achse der Induktionsspule , durchgehend auf geschlitzt . Aufgrund 
dieses Langsschlitzes konnen im metallischen Zylinderschirm 
keine umlaufenden Kreisstrome mehr entstehen, ihre Bahn ist 
durch den Schlitz unterbrochen . Auch bei Ablagerung elektrisch 
leitender Schichten auf der Innenseite des Zylinders bleibt 
dieser Unterbruch bestehen. Dabei wird die dielektrische Wand 
durch den Schirm vor elektrisch leitender Beschichtung ge- 
schiitzt. Nachteilig an diesem Vorgehen ist, dass die induktive 
Leistungseinkopplung durch Vorsehen eines solchen leitenden 
Schirmes deutlich reduziert wird. 

Ahnlich ist aus der EP-A-0 782 172 eine Vakuumbehandlungskammer 
bekannt, bei der, wiederum kombiniert, durch DC-Betrieb eines 
Targets kapazitiv sowie durch HF-Betrieb einer Induktionsspule 
induktiv ein Plasma zur Sputterbehandlung von Werkstucken er- 
zeugt wird. Die Induktionsspule liegt bei der einen Ausfuh- 
rungsform innerhalb des Vakuumrezipienten, bei der anderen ein- 
gebettet in eine dielektrische Wandung. Jedenfalls ist zwischen 
dem Entladungsraum und der Induktionsspule mindestens ein zy- 
lindrischer Schirm vorgesehen, der aus dielektrischem oder me- 
tallischem Material gefertigt ist. Er weist mindestens einen 
achsparallelen Schlitz auf bzw. an seinem Umfang verteilt eini- 
ge wenige durchgehende Schlitze, die den Schirm in Einzelseg- 
mente teilen . 

Es wird gemass der US-A-5 569 363 und der EP-A-0 782 172 davon 
ausgegangen, dass, unabhangig, ob der geschlitzte Schild aus 
einem metallischen oder dielektrischen Material gefertigt ist, 
die elektrisch leitende Storbeschichtung auf cem Schirm aufge- 
fangen wird, woran bereits ein Schlitz das Entstehen von 
Kreisstromen in der leitenden Storbeschichtung verhindert, meh- 
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rere gleich verteilte Schlitze jedoch offenbar die Entladungs- 
verhaltnisse besser symmetrisieren. Um ganzlich zu verhindern, 
dass elektrisch leitende Storbeschichtung sich durch die 
Schlitze des einen Schildes. an die Induktionsspule bzw. die 
dielektrische Wandung niedersetzt, wird, gemass der EP-A, ein 
zweiter koaxialer Schirm vorgesehen, gleich ausgebildet wie der 
ersterwahnte, jedoch mit diesbezuglich winkelversetzten Schlit- 
zen . 

Es kann darauf hingewiesen werden, dass, unabhangig, ob der 
Schirm aus dielektrischem Material oder aus Metall gefertigt 
ist, seine dem Entladungsraum zugewandte Flache durch elek- 
trisch leitende Storbeschichtung elektrisch leitend wird. 

Ausgehend von einer Vakuumbehandlungskammer fur Werkstucke mit 
mindestens einer Induktionsspule mindestens zur Miterzeugung 
eines Behandlungsplasmas in einem innerhalb der Spule gelegenen 
Entladungsraum sowie mit einem zwischen Entladungsraum und Spu- 
le gelegenen, koaxial zur Spulenachse angeordnetem, geschlitz- 
ten Schirm, dessen Schlitze eine achsparallele Richtungskompo- 
nente aufweisen, gemass der Vakuumkammer der in der EP-0 782 
172 dargestellten Art, ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, die Reduktion der bei elektrischer Storbeschichtung des 
Schirmes in den Entladungsraum induktiv eingekoppelten Leistung 
massgeblich zu verringern und gleichzeitig St illstandzeiten der 
Behandlungskammer fur das Auswechseln storbeschichteter Schirme 
zu reduzieren . 

Dies wird bei Ausbildung der Kammer nach dem Kennzeichen von 
Anspruch 1 erreicht. 

Vorerst unabhangig davon, ob der Schirm aus Metall oder aus 
dielektrischem Material gefertigt ist, geht die vorliegende Er- 
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findung von der Erkenntnis aus, dass bei elektrisch leitender 
Innenoberf lache des Schirmes - jedenfalls bei elektrisch lei- 
tender Storbeschichtung - die Verluste induktiv eingekoppelter 
Leistung massgeblich durch Wirbelstrome erzeugt werden, und 
nicht - wenigstens nicht allein - durch Kreisstrome, wie insbe- 
sondere gemass der US-A-5 569 369 ausgef uhrt . Erf indungsgemass 
wird mithin der Schirm mit hoher Schlitzdichte versehen, was 
sich nur an einem in sich geschlossenen Korper handhabungs- 
freundlich realisieren lasst, womit zusatzlich auch die Aufgabe 
des schnellen Schirmauswechselns gelost ist . 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm wird die Schlitzdichte 
(Anzahl Schlitze pro cm) zu 

1 < S, vorzugsweise gar zu 

1 , 5 < S gewahlt , 

vorzugsweise bei Schlitzbreiten d von vorzugsweise 

d < 2 mm, vorzugsweise 

d < 1 mm. 

Die obere Grenze der Schlitzdichte ergibt sich aus Grenzen der 
Schlitzf ertigung und einzuhaltenden Schlitzminimalbreiten urn, 
nach Massgabe von Standzeituberlegungen, Zuwachsen der Schlitze 
durch Storbeschichtung, abhangig vom jeweiligen Storbeschich- 
tungsmaterial , nicht zu rasch erfolgen zu lassen. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist der erf indungsgemass 
ausgebildete Schirm aus einem Metall gefertigt und bevorzugt 
auf ein Bezugspotential , wie z.B. auf Massepotential , gelegt . 
•Dies hat - gegenuber einem dielektrischen Schirm - u.a. den we- 
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sentlichen Vorteil, dass aufgrund der aufwachsenden elektrisch 
leitenden Storbeschichtung keine signifikante Anderung der in- 
duktiv eingekoppelten Leistung mehr entsteht, so dass sich die 
voreingestellte Plasmadichte entsprechend der induktiv einge- 
koppelten Leistung aufgrund der aufwachsenden Storbeschichtung 
kaum mehr andert . Sind die Schlitze in Aufsicht, d.h. in Rich- 
tung der Spulenachse betrachtet , bezuglich Radialrichtung ver- 
kippt, so wird die Schut zwirkung des Schirmes gegen durchtre- 
tende Storbeschichtung noch weiter erhoht. 

In einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm weist die Kammer 
eine koaxiale Wandung aus dielektrischem Material auf, der 
Schirm liegt innerhalb dieser Wandung, und die Induktionsspule 
ist in oder ausserhalb dieser Wandung angeordnet . 

In einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist in der Kammer 
mindestens ein Elektrodenpaar vorgesehen, wobei dieses an eine 
DC-Quelle, eine AC-Quelle, eine AC+DC-Quelle , eine pulsierende 
DC-Quelle, bevorzugt an eine HF- oder DC-Quelle geschaltet ist. 
Dabei wird das Betriebsplasma mittels der Spule induktiv und 
mittels des Elektrodenpaares kapazitiv angeregt . Als Elektrode 
bzw. Elektrodenpaar kann dabei eine Sputterquelle, wie bei- 
spielsweise eine Magnetronquelle , oder ein Substrattrager ein- 
gesetzt sein. Bevorzugt wird die Induktionsspule mit einem Mit- 
telf requenzgenerator betrieben, arbeitend auf einer Mittelfre- 
quenz f a : 

100 kHz < f a < 800 kHz, 
vorzugsweise auf f m = ca. 400 kHz. 

Auch wenn der erf indungsgemass vorgesehene, eng geschlitzte 
'Schirm, dessen Schlitze nicht zwingend achsparallel verlaufen 
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mussen, sondern auch diesbezuglich schief winklig angeordnet 
sein konnen, aus Metall gebildet ist, ergibt sich je nach Stor- 
beschichtungsmaterial beim Aufwachsen der Storbeschichtung eine 
Anderung der induktiv eingekoppelten Leistung. Weit ausgespro- 
chener ist dies der Fall, wenn der erf indungsgemass vorgesehene 
Schirm aus dielektrischem Material gefertigt ist. Urn diesen 
Problemen jedenfalls entgegenzuwirken und die Plasmabetriebs- 
verhaltnisse moglichst konstant Oder mindestens mit zeitlich 
gewollter Anderung zu fuhren, wird an einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der erf indungsgemassen Behandlungskammer eine Messan- 
ordnung fur die Plasmadichte vorgesehen, vorzugsweise eine 
Spannungsmessanordnung an einer Elektrode, wie beispielsweise 
an einem Werkstucktrager oder an einem Sputtertarget , deren 
Ausgangssignal als gemessener IST-Wert einem Regelkreis zuge- 
fuhrt ist, welcher auf einen Generator fur die Induktionsspule , 
als Stellglied fur die Plasmadichte, wirkt . 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm kann mit dem erf indungsgemass 
geschlitzten Schirm innerhalb der Vakuumkammer der Entladungs- 
raum von einem radial aussengelegenen Ringraum abgetrennt sein, 
in welchen eine Gasleitungsanordnung einmundet. Mithin wird in 
diesem Fall der Schirm mit seinen Schlitzen gleichzeitig zur 
Gaseindusung in den Entladungsraum ausgenutzt, bildet eine 
Schlitzringdusenanordnung . Bei Reaktivprozessen wird dabei be- 
vorzugterweise das inerte Arbeitsgas, wie beispielsweise Argon, 
durch den erwahnten Schirm eingedust, womit zusatzlich die 
Schichtbeauf schlagung mit elektrisch leitender Storbeschichtung 
verzogert wird. 

Das erf indungsgemasse Verfahren lasst sich weiter insbesondere 
fur Sputteratzen von metallischen Schichten, Sputterbeschichten 
von Werkstucken, wie z.B. von Thin Film Heads furs Magnetron- 
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sputtern einsetzen. Wie erwahnt, kann es aber auch fur weitere 
plasmaunterstutzte Behandlungsverf ahren eingesetzt werden, bei 
denen das Plasma induktiv mindestens mitangeregt wird, wie fur 
PECVD-Verf ahren, reaktive Sputterverf ahren, seien dies Sputter- 
beschichtungs- oder Sputteratzverf ahren . 

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von Fi- 
guren erlautert. Es zeigen: 

Fig- 1 schematisch, eine Vakuumbehandlung s kamme r mit indukti- 
ver Plasmaanregung zur Erlauterung der der vorliegen- 
den Erfindung zugrundeliegenden Probleme, 

Fig. 2 bei Vorsehen eines metallischen oder dielektrischen, 

zylindrisch in sich geschlossenen Schirmes an der Kam- 
mer gemass Fig. 1, das Entstehen von Kreisstromen so- 
wie deren Unterbindung nach dem Stand der Technik, 
weiter dadurch nicht unterbundende induzierte Wirbel- 
strome , 

Fig. 3 schematisch, den an einer erf indungsgemassen Vakuum- 
kammer fur eine erf indungsgemasse Werkstuckbehandlung 
eingesetzte Schirm, 

Fig. 4 eine bevorzugte Ausbildung der am Schirm gemass Fig. 3 
vorgesehenen Schlitze , 

Fig. 5 schematisch, eine erste erf indungsgemasse Ausfuhrungs- 
form der Vakuumbehandlungskammer mit innerhalb der 
Kammer angeordneter Induktionsspule , 

Fig. 6 in Darstellung analog zu Fig. 5, eine erf indungsgemas- 
se Kammer mit ausserhalb gelegener Induktionsspule, 
und 
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Fig. 7 schematisch, eine weitere erf indungsgemasse und bevor- 
zugte Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemassen Vakuumbe- 
handlungskammer , in Darstellung analog zu den Fig. 5 
und 6, zum Sputteratzen oder Sputterbeschichten von 
Werkstucken . 

In Fig. 1 ist eine Vakuumkammer 1 schematisch dargestellt, wel- 
che eine zylindrische dielektrische Wand 3 mit stirnseitigen 
metallischen Abschlussen 5 und 7 auf weist . Einerseits besteht 
die Wand 3 aus dielektrischem Material, urn bei Elektrodenbe- 
trieb der Stirnwande 5 und 7, fur kapazitive Plasmaanregung, 
diese - 5,7 - elektrisch voneinander zu trennen, anderseits da- 
mit eine ausserhalb der Kammer 1 gelegene Induktionsspule 9 mit 
Achse A induktiv Leistung in den Entladungsraum R einkoppeln 
kann. Werden nun bei einer Werkstuckbehandlung, welcher Art 
auch immer, im Entladungsraum R elektrisch leitende Teilchen 
freigesetzt, wie dies der Fall ist z.B. beim Sputteratzen lei- 
tender Oberflachen, bei Sputterbeschichten mit leitenden 
Schichten, aber auch bei PECVD-Verf ahren, plasmaunterstutzten 
reaktiven Atz- bzw. Beschichtungsverf ahren auftreten kann, so 
wird die Innenverkleidung, insbesondere auch die Innenflache 
der dielektrischen Wandung 3, elektrisch leitend - wie schema- 
tisch bei 11 dargestellt - beschichtet . Damit andert sich mit 
zunehmender Schichtdicke die induktiv in den Entladungsraum R 
eingekoppelte Leistung . 

Ist die Induktionsspule ausnahmsweise und wie gestrichelt bei 
9' angedeutet innerhalb der Vakuumkammer angeordnet und frei 
dem Entladungsraum R ausgesetzt, eine Anordnung, bei der di- 
elektrische Abstandshalter gemass der Wandung 3 nurmehr zur 
elektrischen Trennung - gegebenenf alls als Elektroden einge- 
setzter Platten 5 und 7 - eingesetzt wird, so wird die Spule 9 1 
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mit der elektrisch leitenden Storbeschichtung beauf schlagt , ei- 
ne Beschichtung, die schliesslich abblattern wird und den Be- 
handlungsprozess kontaminiert . 

Um diese Probleme zu beheben, ist es bekannt, wie eingangs er- 
wahnt wurde, zwischen Entladungsraum R und Induktionsspule 9 1 
bzw. dielektrische Wand 3 eine Schirmanordnung 13 vorzusehen. 
Diese soil einerseits die negativen Auswirkungen elektrisch 
leitender Storbeschichtung auf die induktive Leistungseinkopp- 
lung in den Entladungsraum R reduzieren, trotzdem aber eine 
grosstmogliche induktive Leistungseinkopplung gewahrleisten . 

In Fig. 2 ist schematisch eine Induktionsspule 9a gemass 9 von 
Fig. 1 dargestellt, welche einen mindestens aufgrund der Stor- 
beschichtung gemass Fig. 1 elektrisch leitenden Schirm 13a um- 
schliesst. Aufgrund der Induktionswirkung entstehen vorab am 
geschlossenen Zylinder Kreisstrome i K in der in Fig. 2 schema- 
tisiert dargestellten Art. Zudem entstehen - wie dargestellt - 
Wirbelstrome i w , deren Auswirkungen, wie erf indungsgemass er- 
kannt wurde, keinesfalls vernachlassigbar sind. Gemass vorbe- 
kannten Ansatzen werden durch Aufschlitzen des Schirmes 13a, 
wie in Fig. 2 dargestellt bei 15, 15a, die Kreisstrome unter- 
bunden und der Durchgriff der Induktionsleistung in den Entla- 
dungsraum R moglichst auf rechterhalten; dies durch Ausbildung 
des Schirmes 13a aus dielektrischem Material oder Vorsehen meh- 
rerer verteilter, relativ breiter Schlitze 15 bzw. 15a. 

In Fig. 3 ist nun ein erf indungsgemasser Schirm 13b darge- 
stellt, wie er an einer erf indungsgemassen Kammer, wie - abge- 
sehen vom Schirm - grundsat zlich in Fig. 1 dargestellt, einge- 
setzt wird. Der Schirm 13b ist als in sich geschlossener Korper 
•ausgebildet , beispielsweise als Zylinderschirm. Seine Mantel- 



PCT/CH 9 9 / 0 0 3 9 9 



i ■' 

" 11 - 

flache ist mit Schlitzen 17 in dichter Abfolge geschlitzt. Die 
Schlitze verlaufen, mindestens in einer Ausrichtungskomponente, 
parallel zur Achse A des Schirmes, vorzugsweise wie dargestellt 
achsparallel . Bezogen auf e.ine Langeneinheit E in Umf angsrich- 
tung des Schirmes 13b betragt die Dichte der Schlitze 17 
"Anzahl Schlitze pro cm" mindestens 0,5, vorzugsweise minde- 
stens 1, vorzugsweise gar mindestens 1,5. 

Durch die hohe Schlitzdichte wird das Entstehen von Wirbelstro- 
men i w am erf indungsgemassen Schirm 13b nachhaltig reduziert, 
sei dies am bevorzugt aus einem Metall, wie Aluminium, gefer- 
tigten Schirm, oder sei dies an einem aus dielektrischem Mate- 
rial gefertigten, nachmals elektrisch leitend storbeschichteten 
Schirm. 

Die Schlitze 17 werden mit einer bevorzugten Breite d von hdch- 
stens 2 mm, vorzugsweise von hochstens 1 mm, beispielsweise 
durch Wasserstrahlschneiden realisiert. Wie in Fig. 4, betrach- 
tet in Richtung der Achse A, an einem Querschnitt des Schirmes 
nach Fig. 3 ersichtlich, sind die Schlitze 17 bezogen auf die 
radiale Richtung r bevorzugterweise urn cp geneigt, was zusatz- 
lich die Schut zwirkung des Schirmes bezuglich Austreten von 
Partikeln aus dem Entladungsraum R erhoht . 

Bevorzugt betragt cp zwischen 30° und 40° bezuglich Radialrich- 
tung r . 

Wie erwahnt, wird der Schirm 13b bevorzugterweise aus Metall 
gefertigt, was ermoglicht, ihn in der erf indungsgemassen Kammer 
auf ein Bezugspotential gefesselt zu betreiben. 

Aufgrund der hohen Schlitzdichte S primar wird der erfindungs- 
'gemass eingesetzte Schirm aus einem integralen Teil gebildet, 
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was gleichzeitig die Handhabung wesentlich erleichtert, wenn 
der Schirm an einer erf indungsgemassen Kammer ersetzt werden 
muss, Damit werden deren Standzeiten wesentlich reduziert . 

Wie sich aus der schematischen Darstellung von Fig. 5 bzw. von 
Fig. 6 ohne weiteres ergibt, kann an der erf indungsgemassen Be- 
handlungskammer 1 mit dem anhand der Fig. 3 und 4 erlauterten 
Schirm 13b die Induktionsspule 9 innerhalb oder - wie gemass 
Fig. 1 - ausserhalb der Kammer vorgesehen sein. Eine erf in- 
dungsgemasse Kammer bzw. das erf indungsgemasse Behandlungsver- 
fahren wird immer dort eingesetzt, wo im Rahmen des Vakuumbe- 
handlungsprozesses mit induktiv mindestens miterzeugtem Plasma 
elektrisch leitende Storbeschichtung entsteht. 

In Fig. 7 ist, wiederum schematisch, eine bevorzugte Ausfuh- 
rungsvariante einer erf indungsgemassen Kammer zur erf indungsge- 
massen Werkstuckbehandlung dargestellt. Es sind dieselben Be- 
zugszeichen verwendet fur Teile, die bereits anhand der Fig. 1 
bis 6 erlautert wurden. Das Plasma im Entladungsraum R der Kam- 
mer 1 wird sowohl induktiv, mittels der Induktionsspule 9, wie 
auch kapazitiv, mittels mindestens eines Elektrodenpaares 7a 7 
5a, erzeugt. Zur kapazitiven Plasmaerzeugung kann, wie mit dem 
Moglichkeiten-Wahlschalter 19 schematisiert dargestellt, ein 
DC-Generator 20a auf geschaltet werden, wie zum reaktiven oder 
nicht-reaktiven DC-Sputtern - Beschichten oder Atzen -, DC- 
Magnet ronsputtern . Andernfalls kann ein AC+DC-Generator 2 0b 
oder ein HF-Generator 20c angelegt werden, beispielsweise fur 
reaktives oder nicht-reaktives Hochf requenz-Sputteratzen oder 
-Sputterbeschichten . Der vorzugsweise aus Metall gefertigte er- 
f indungsgemasse Schirm 13b ist auf Bezugspotential , beispiels- 
weise Massepotential , gelegt. 



PCT/CH 99/00399 



* ■ 

- 13 - 

Wie weiter in Fig. 7 schematisch dargestellt, wird in einer 
weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm mittels einer Messanord- 
nung 21 die Plasmadichte im Raum R gemessen und das Messresul- 
tat X als gemessener IST-Wert einer Dif f erenzbildungseinheit 23 
zugeschaltet . Diese vergleicht den momentanen IST-Wert mit ei- 
nem an einer Stelleinheit 24 vorgegebenen SOLL-Wert oder SOLL- 
Wert-Verlauf W* Als Regeldif f erenz A wird das Vergleichsresul- 
tat uber einen Regler 25 auf mindestens einen Stelleingang ST 
an den die Induktionsspule 9 speisenden Generator 2 gelegt, als 
Stellglied fur die Plasmadichte im dargestellten Plasmadichte- 
Regelkreis. Bevorzugterweise arbeitet der Generator 2 wie er- 
wahnt im Mittenf requenzbereich zwischen 100 und 800 kHz, vor- 
zugsweise im 400 kHz-Bereich. 

Beispielsweise beim HF-Sputteratzen wird als Messeinrichtung 21 
eine Spannungsmesseinrichtung vorgesehen, welche die Bias- 
Spannung an den Substraten misst bzw. an einem Substrattrager, 
wahrend beim HF-Sputterbeschichten, analog, die Bias-Spannung 
targetseitig als IST-Wert- Indikation gemessen wird. 

Wird, wie in Fig. 7 bei 13c schematisch und gestrichelt darge- 
stellt, der Entladungsraum R durch den Schirm 13b, c von einem 
Aussenraum 27 abgetrennt, so ist es ohne weiteres moglich, den 
Schirm 13b, c gleichzeitig als Verteilduse, insbesondere fur 
Arbeitsgas, einzusetzen. Dann wird Gas G in den erwahnten Aus- 
senraum 27 eingelassen. Insbesondere wenn in der erf indungsge- 
massen Kammer 1 ein reaktiver, plasmaunterstut zter Prozess 
durchgefuhrt wird, kann mit Eindusen von inertem Arbeitsgas, 
wie Argon, durch die Schirmschlitze 17 zusatzlich eine Storbe- 
schichtung des Schirmes insbesondere im Schlitzbereich verlang- 
samt werden. Ein Reaktivgas, wie z.B. Sauerstoff oder ein ande- 
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res abscheidendes Gas, wird dann bevorzugt in der Nahe des 
Substrates, z.B. uber eine Ringleitung, zugefuhrt. 

Mit einer wie in Fig. 7 dargestellten erf indungsgemassen Kammer 
mit Schirm 13b, betrieben als Hf -Sputterkammer , wurden bei un- 
terschiedlichen Arbeitsdrucken im Entladungsraum R und bei meh- 
rere zehn Stunden durchgehendem Betrieb, bei Sputtern von Me- 
tallen, Abnahmen der eingekoppelten induktiven Leistung, druck- 
abhangig, von hochstens 10 % realisiert. Mit Hilfe des anhand 
von Fig. 7 erlauterten Regelkreises wurde dabei der Prozess- 
Arbeitspunkt zusatzlich durch Nachfuhren der induktiven Genera- 
torleistung stabilisiert . 

Mit dem erf indungsgemassen Vorgehen, wie bevorzugt in Fig. 7 
dargestellt, ist es moglich, DC-Dioden zu sputtern, d.h. mit- 
tels zweier (Di- ) Elektroden 5a, 7a im DC-Betrieb und ohne Ein- 
satz eines Magnetf eldes . Es ergeben sich mit der induk- 
tiv/kapazitiv-kombinierten Plasma-Erzeugung hohe Raten ohne 
storende magnetische Streufelder und unter ausgezeichneter Tar- 
getausnutzung . 
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Patentansp ruche : 

1. Vakuumbehandlungskammer (1) fur Werkstucke, mit mindestens 
einer Induktionsspule (9, 9a, 9') mindestens zur Miterzeugung 
eines Behandlungsplasmas in einem innerhalb der Spule gelegenen 
Entladungsraum (R) sowie mit einem zwischen Entladungsraum (R) 
und Spule angeordneten, zur Achse der Spule koaxialen, ge- 
schlitzten Schirm (13) , dessen Schlitze eine zur Spulenachse 

(A) parallele Richtungskomponente aufweisen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schirm (13b) 

- durch einen in sich geschlossenen Korper gebildet ist, 

- die Schlitze entlang mindestens des uberwiegenden Umfangs des 
Korpers mit einer Schlitzdichte pro Umf angs-Langeneinheit 

Schlitzanzahl 

S ( ) 

cm 

0,5 < S 

auf gebracht sind. 

2. Vakuumbehandlungskammer nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass gilt 

1 < S, 

vorzugsweise 1,5 < S. 

3 . Vakuumbehandlungsanlage nach einem der Anspruche 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet , dass fur die Breite d der Schlitze 
gilt : 



d < 2 mm, 
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vorzugsweise d < 1 mm. 

4. Vakuumbehandlungsanlage nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
^ dadurch gekennzeichnet , dass der Schirm aus Me tall gefertigt 

ist und vorzugsweise auf ein elektrisches Bezugspotential ge- 
5 legt ist. 

5. Vakuumbehandlungsanlage nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitze, in Aufsicht in 
Axialrichtung betrachtet, bezuglich Radialrichtung (r) verkippt 
(cp) sind. 

10 6. Vakuumbehandlungsanlage nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kammer eine koaxiale Wandung 
(3) aus dielektrischem Material umfasst, der Schirm (13b) in- 
nerhalb dieser Wandung (3) angeordnet ist, die Spule (9) in 
oder ausserhalb dieser Wandung. 

15 7. Vakuumbehandlungsanlage nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der Kammer mindestens ein Paar 
beabstandeter Elektroden vorgesehen ist und diese Elektrodenan- 
ordnung an 

• eine DC-Quelle (20a) 
20 • eine AC-Quelle (20c) 

• eine AC+DC-Quelle (20b) 

• eine gepulste DC-Quelle (20b) 

bevorzugt an eine HF- oder eine DC-Quelle geschaltet ist, wobei 
das Betriebsplasma zur Werkzeugbehandlung sowohl durch die Spu- 
25 le (9) , induktiv, wie auch durch die Elektroden (5, 7) , kapazi- 
tiv, angeregt wird, wobei bevorzugterweise die Indukt ionsspule 
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mit einem Mittelf requenzgenerator (2) mit einer Frequenz f m an- 
geregt wird, fur die gilt: 

100 kHz < f m < 800 kHz. 

8. Vakuumbehandlungskammer nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet , dass eine Messanordnung (21) fur die 
Plasmadichte vorgesehen ist, vorzugsweise in Form einer Span- 
nungsmessanordnung an einer Elektrode in der Kammer, vorzugs- 
weise an einer Werkzeugtragerelektrode oder Targetelektrode, 
deren Ausgangssignal als gemessener IST-Wert (X) einem Regel- 
kreis (23, 25) zugefuhrt ist, welcher auf einen Generator (2) 
fur die Spule (9), als Stellglied fur die Plasmadichte, wirkt . 

9. Verwendung der Kammer nach einem der Anspruche 1 bis 8 fur 
eine Werkstuckbehandlung, bei der elektrisch leitendes Material 
in der Kammer freigesetzt wird. 

10. Verwendung nach Anspruch 9 zum Sputteratzen von elektrisch 
leitenden Werkstuckoberf lachen oder zum Sputterbeschichten von 
Werkstucken mit elektrisch leitenden Schichten. 

11. Verfahren zur Oberf lachenbehandlung von Werkstucken mit 
Hilfe eines in einer Vakuumkammer erzeugten Plasmas, welches 
mittels einer Spulenanordnung induktiv mindestens miterzeugt 
wird, und bei welchem Verfahren im Plasma elektrisch leitende 
Materialpartikel freigesetzt werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass man das Plasma mittels eines vorzugsweise metallischen 
Schirmes (13b) unmittelbar umschliesst, mit Schlitzen (17), die 
mindestens in einer Richtungskomponente axial bezuglich der 
Spulenachse (A) gerichtet sind und die Schlitze mit einer Dich- 
te pro Umf angslangeneinheit des Schirmes S [Schlitzanzahl pro 

•cm] vorsieht, fur die gilt: 
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0,5 < S . 

12. Kammer nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Schirm (13b, c) in der Kammer (1) einen Aus 
senraum (2 7) vom Entladungsraum (R) abtrennt und eine Gaslei- 
tungsanordnung (G) in den Aussenraum (27) einmundet. 
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Zusammenf assung : 

Eine Plasmaentladung wird innerhalb einer Vakuuinbehandlungskam- 
mer (1) vom Feld einer Induktionsspule (9) mindestens miter- 
zeugt . Zwischen Entladungsraum und der Induktionsspule (9) ist, 
koaxial zur Entladungsachse , ein Schirm (13b) angeordnet, der 
durch einen in sich geschlossenen Korper gebildet ist und 
Schlitze aufweist, parallel zur Spulenachse . Es ist pro Um- 
f angslangeneinheit des Schirmes (13b) mindestens eine bestimmte 
Anzahl Schlitze vorgesehen. 



( Fig. 6 ) 
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